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S-85S1A系列导入了本公司独自的低消耗功率控制和COT (Constant On-Time) 控制，实现了极低消耗电流工作和高速过渡响

应。通过PWM / PFM切换控制，在轻负载时可自动切换为PFM控制，静止时，可在260 nA的极低消耗电流下工作。在宽负载

电流范围内可实现高效率，大力支持装载小型电池的移动设备以及可穿戴式设备的长时间驱动。 
S-85S1A系列只要使用线圈、输入电容器、输出电容器，便可构成降压型DC-DC控制器。使用本数据表推荐的外接元器件，

可使总计面积 (2.0 mm × 4.5 mm = 9.0 mm2) 变小，为设备的小型化做出贡献。 

 特点  用途 

• 消耗电流极低: 静止时电流260 nA • 可穿戴式设备 
• 效率 (100 μA负载时) : 90.5% • 蓝牙设备 
• 高速过渡响应 : COT控制 • 无线传感器网络设备 
• 输入电压 : 2.2 V ~ 5.5 V • 医疗保健设备 
• 输出电压 : 0.7 V ~ 2.5 V, 进阶单位为0.05 V • 智能型电表 

 2.6 V ~ 3.9 V, 进阶单位为0.1 V • 便携游戏机设备 
• 输出电压精度 : ±1.5% (1.0 V≤VOUT≤3.9 V) 

 封装 

• SNT-6A 
(1.80 mm × 1.57 mm × t0.5 mm (最大值)) 

 ±15 mV (0.7 V≤VOUT＜1.0 V) 
• 切换频率 : 1.0 MHz (PWM工作时) 
• 高侧端功率MOS FET导通电阻 : 420 mΩ
• 低侧端功率MOS FET导通电阻 : 320 mΩ
• 软启动功能: 1 ms (典型值) 
• 欠压锁定功能 (UVLO) : 1.8 V (典型值) (检测电压) 
• 热敏关闭功能 : 135°C (典型值) (检测温度) 
• 过载电流保护功能 : 450 mA (L = 2.2 μH时) 
• 自动复归型短路保护功能 : Hiccup控制 
• 输入、输出电容器 : 可使用陶瓷电容器 
• 工作温度范围 : Ta = −40°C ~ +85°C 
• 无铅 (Sn 100%)、无卤素  

 

 基本应用电路 
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 效率 
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 框图 
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 产品型号的构成 

关于S-85S1A系列，用户可根据用途选择以及指定输出电压。关于产品名中的字符串含义请参阅 "1.  产品名"、关于封装图

面请参阅 "2.  封装"、关于具体的产品名请参阅 "3.  产品名目录"。 

 
1.  产品名 

 
S-85S1A  B  xx  -  I6T1  U 
 

封装简称和IC的包装规格*1 
I6T1 : SNT-6A、卷带产品 

环保标记 
U : 无铅 (Sn 100%)、无卤素 

输出电压*2, *3 

 07 ~ 39 
 (例 : 当输出电压为0.7 V时表示为07) 

 
*1. 请参阅卷带图。 

*2. 请参阅 "3.  产品名目录"。 

*3. 在0.7 V ~ 2.5 V的范围内，也可设定0.05 V进阶单位的产品。用户需要时，请向本公司营业部咨询。 

 

2.  封装 
 

表1 封装图纸号码 

封装名 外形尺寸图 卷带图 带卷图 焊盘图 

SNT-6A PG006-A-P-SD PG006-A-C-SD PG006-A-R-SD PG006-A-L-SD 
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3.  产品名目录 
 

表2 

输出电压 (VOUT) S-85S1A系列 

0.7 V ± 15 mV S-85S1AB07-I6T1U 

0.8 V ± 15 mV S-85S1AB08-I6T1U 

0.9 V ± 15 mV S-85S1AB09-I6T1U 

1.0 V ± 1.5% S-85S1AB10-I6T1U 

1.1 V ± 1.5% S-85S1AB11-I6T1U 

1.2 V ± 1.5% S-85S1AB12-I6T1U 

1.3 V ± 1.5% S-85S1AB13-I6T1U 

1.4 V ± 1.5% S-85S1AB14-I6T1U 

1.5 V ± 1.5% S-85S1AB15-I6T1U 

1.6 V ± 1.5% S-85S1AB16-I6T1U 

1.7 V ± 1.5% S-85S1AB17-I6T1U 

1.8 V ± 1.5% S-85S1AB18-I6T1U 

1.9 V ± 1.5% S-85S1AB19-I6T1U 

2.0 V ± 1.5% S-85S1AB20-I6T1U 

2.1 V ± 1.5% S-85S1AB21-I6T1U 

2.2 V ± 1.5% S-85S1AB22-I6T1U 

2.3 V ± 1.5% S-85S1AB23-I6T1U 

2.4 V ± 1.5% S-85S1AB24-I6T1U 

2.5 V ± 1.5% S-85S1AB25-I6T1U 

2.6 V ± 1.5% S-85S1AB26-I6T1U 

2.7 V ± 1.5% S-85S1AB27-I6T1U 

2.8 V ± 1.5% S-85S1AB28-I6T1U 

2.9 V ± 1.5% S-85S1AB29-I6T1U 

3.0 V ± 1.5% S-85S1AB30-I6T1U 

3.1 V ± 1.5% S-85S1AB31-I6T1U 

3.2 V ± 1.5% S-85S1AB32-I6T1U 

3.3 V ± 1.5% S-85S1AB33-I6T1U 

3.4 V ± 1.5% S-85S1AB34-I6T1U 

3.5 V ± 1.5% S-85S1AB35-I6T1U 

3.6 V ± 1.5% S-85S1AB36-I6T1U 

3.7 V ± 1.5% S-85S1AB37-I6T1U 

3.8 V ± 1.5% S-85S1AB38-I6T1U 

3.9 V ± 1.5% S-85S1AB39-I6T1U 

备注 用户需要上述输出电压值以外的产品时，请向本公司营业部咨询。 
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 引脚排列图 

1. SNT-6A 

  表3 

5
4

6
2
3

1

Top view

 
 

图2 

 引脚号 符号 描述 

 1 VOUT 输出电压端子 

 2 VSS GND端子 

 3 SW 外部电感器连接端子 

 4 PVSS 电源GND端子 

 5 VIN 电源端子 

 6 EN 

使能端子 
"H": 有效 (通常工作) 
"L": 无效 (待机) 
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 绝对最大额定值 

表4 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VSS = 0 V) 

项目 符号 绝对最大额定值 单位 

VIN端子电压 VIN VSS − 0.3 ~ VSS + 6.0 V 
EN端子电压 VEN VSS − 0.3 ~ VIN + 0.3≤VSS + 6.0 V 
VOUT端子电压 VOUT VSS − 0.3 ~ VIN + 0.3≤VSS + 6.0 V 
SW端子电压 VSW VSS − 0.3 ~ VIN + 0.3≤VSS + 6.0 V 
PVSS端子电压 VPVSS VSS − 0.3 ~ VSS + 0.3≤VSS + 6.0 V 
工作环境温度 Topr −40 ~ +85 °C 
保存温度 Tstg −40 ~ +125 °C 

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性

损伤。 

 

 热敏电阻值 
 

表5 

项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

结至环境热阻*1 θJA SNT-6A 

Board A − 224 − °C/W

Board B − 176 − °C/W

Board C − − − °C/W

Board D − − − °C/W

Board E − − − °C/W

*1. 测定环境 : 遵循JEDEC STANDARD JESD51-2A标准 

 
备注 关于详情，请参阅 " Power Dissipation" 和 "Test Board"。 
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 电气特性 

表6 

(除特殊注明以外 : VIN = 3.6 V*1, Ta = +25°C) 

项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

工作时输入电压 VIN − 2.2 3.6 5.5 V 

输出电压*2 VOUT 

1.0 V≤VOUT≤3.9 V, 无外接元器件 
VOUT(S)

× 0.985
VOUT(S) 

VOUT(S)

× 1.015
V 

0.7 V≤VOUT＜1.0 V, 无外接元器件 
VOUT(S)

− 0.015
VOUT(S) 

VOUT(S)

+ 0.015
V 

休眠时消耗电流 ISSS VEN = 0 V − 1 100 nA

静止时消耗电流 ISS1 
VOUT = VOUT(S) + 0.1 V, VEN = VIN, 
无外接元器件、切换工作停止时 

− 260 500 nA

高电位输入电压 VSH VIN = 2.2 V ~ 5.5 V, EN端子 1.1 − − V 
低电位输入电压 VSL VIN = 2.2 V ~ 5.5 V, EN端子 − − 0.3 V 
高电位输入电流 ISH VIN = 2.2 V ~ 5.5 V, EN端子, VEN = VIN −100 − 100 nA
低电位输入电流 ISL VIN = 2.2 V ~ 5.5 V, EN端子, VEN = 0 V −100 − 100 nA
高侧端功率MOS FET 
导通电阻 

RHFET ISW = 100 mA − 420 − mΩ

低侧端功率MOS FET 
导通电阻 

RLFET ISW = −100 mA − 320 − mΩ

高侧端功率MOS FET 
泄漏电流 

IHSW VIN = 2.2 V ~ 5.5 V, VEN = 0 V, VSW = 0 V − 1 100 nA

低侧端功率MOS FET 
泄漏电流 

ILSW VIN = 2.2 V ~ 5.5 V, VEN = 0 V, VSW = VIN −100 1 − nA

限制电流*3 ILIM L = 2.2 μH − 450 − mA

ON时间*4 tON 
tON(S) = 1/fSW

*5 × VOUT/VIN, 
VOUT = VOUT(S) × 0.9 

tON(S)/1.3 tON(S) tON(S)/0.7 ns

最小OFF时间 tOFF(MIN) − − 100 − ns
UVLO检测电压 VUVLO− VIN下降时 1.7 1.8 1.9 V 
UVLO解除电压 VUVLO+ VIN上升时 1.9 2.0 2.1 V 

UVP检测电压 VUVP − − 
VOUT(S) 

× 0.7 
− V 

软启动等待时间 tSSW 到VOUT开始上升为止的时间 − 1.5 − ms
软启动时间 tSS 从VOUT开始上升到达到90%为止的时间 − 1.0 − ms
热敏关闭检测温度 TSD 结点温度 − 135 − °C
热敏关闭解除温度 TSR 结点温度 − 115 − °C

*1. VIN = VOUT(S) + 1.0 V (VOUT(S)≥2.6 V) 
*2. VOUT : 实际输出电压值 

  VOUT(S) : 设定输出电压值 
*3. 限制电流会因所使用的电感器的L值、输入电压、输出电压的不同而发生变化。 

  有关详情，请参阅 " 工作说明"。 
*4. tON : 实际的ON时间 
 tON(S) : 设定ON时间 
*5. fSW : 切换频率 (1 MHz) 
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 工作说明 
 

1. 高速过渡响应 

DC-DC转换器的控制采用了本公司独自的COT (Constant On-Time) 控制。 
S-85S1A系列通过比较器来监视输出电压 (VOUT)，当VOUT降低到一定值以下时，在一定时间内高侧端功率MOS FET会
为ON。当负载电流发生急剧变动，由于VOUT降低之后，高侧端功率MOS FET会为ON，从而导致VOUT上升，因此可实

现高速过渡响应。 

S-85S1A系列输出与VOUT成正比、与电源电压成反比的ON时间。因此，连续模式时即使电源电压以及VOUT的设定发生

变化，也可一直按照模拟固定频率1 MHz工作。 

 
2. PWM / PFM切换控制 

S-85S1A系列通过负载电流可自动切换脉冲幅度变调方式 (PWM) 和脉冲频率变调方式 (PFM)。输出电流 (IOUT) 大
时，PWM控制进行工作。IOUT小时会变为PFM控制，因此可根据负载电流跳过脉冲。借此抑制切换的功耗，提高轻负

载时的效率。 
S-85S1A系列内置了反向电流检测电路。反向电流检测电路可监视流入电感器的电流。若电感器的最小纹波电流降低到

0 mA，高侧端功率MOS FET和低侧端功率MOS FET为OFF，切换工作会被停止。由于脉冲被跳过，切换频率 (fSW) 会
从1.0 MHz开始降低。也就是说，IOUT越小切换频率越会降低，从而抑制切换的功耗。 

 
3. 消耗电流极低 

S-85S1A系列在不连续模式时，通过控制电路以及保护电路进行间歇工作，可将消耗电流抑制为260 nA (典型值)。在

轻负载时，高侧端功率MOS FET和低侧端功率MOS FET变为OFF。切换工作停止后，经过一定的时间，仅有必要的电

路进行工作。 
S-85S1A系列备有欠压锁定功能 (UVLO)、热敏关闭功能、过载电流保护功能和自动复归型短路保护功能。在轻负载时，

将高侧端功率MOS FET设置为ON，在一定期间内各种保护功能进行检测工作，因此，可实现极低的消耗电流。在重负

载时，将高侧端功率MOS FET和低侧端功率MOS FET持续设置为ON，S-85S1A系列变为连续模式，包括保护电路在

内的IC整体会进行工作。 

 
4. EN端子 

用来停止或启动切换工作。将EN端子设置为 "L"，会停止包括高侧端功率MOS FET在内的内部电路的所有工作，从而

抑制消耗电流。另外，对EN端子施加0.3 V ~ VIN − 0.3 V的电压时，会增加消耗电流。不使用EN端子时，请与VIN端子

连接。EN端子在内部即不被上拉也不被下拉，因此请不要在浮动状态下使用。EN端子的构造如图3所示。 

 
表7 

EN端子 内部电路 VOUT端子电压 

"H" 有效 (通常工作) VOUT
*1 

"L" 无效 (待机) "High-Z" 

*1. 请参阅 " 电气特性"、表6的*2。 
 

 VIN

VSS

EN 

图3 
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5. 欠压锁定功能 (UVLO) 

S-85S1A系列为了防止在接通电源时的过渡状态以及因电源电压的瞬间降低而导致IC的误工作，内置了UVLO电路。若

检测出UVLO状态，高侧端功率MOS FET和低侧端功率MOS FET变为OFF，SW端子变为 "High-Z"。借此，停止切换

工作。另外，一旦检测出UVLO状态，软启动功能就会被复位。当UVLO状态被解除后软启动功能会开始工作。 
但是，其他的内部电路仍正常工作，不同于无效状态，务请注意。 

另外，为了防止因输入电压发生噪声等而导致的误工作，设置了滞后幅度。 

 
6. 热敏关闭功能 

S-85S1A系列为了防止因发热而引起的对产品的破坏，内置了热敏关闭电路。当结点温度上升到135°C (典型值) 时，

热敏关闭电路变为检测状态，切换工作被停止。当结点温度下降到115°C (典型值) 时，热敏关闭电路变为解除状态，

切换工作重新开始。 
由于IC的自身发热而导致热敏关闭电路变为检测状态时，切换工作会被停止，输出电压 (VOUT) 也随之下降。因此，IC
的自身发热受限制后，温度也随之降低。IC的温度降低后，热敏关闭电路变为解除状态，切换工作重新开始，随后，IC
再一次发生自身发热的现象。这种工作现象反复发生后，会使VOUT的波形变为脉冲状。要阻止这种现象，只有将EN端

子设为 "L"，降低输出电流 (IOUT)，促使内部消耗功率变少，或者通过降低周围环境温度来停止切换工作的停止或启动。 

 
表8 

热敏关闭电路 VOUT端子电压 

解除 : 115°C (典型值)*1
 VOUT 

检测 : 135°C (典型值)*1
 "High-Z" 

*1. 结点温度 

 
7. 过载电流保护功能 

S-85S1A系列内置了过载电流保护电路。 
过载电流保护电路的目的是为了防止IC因过负载以及电感器的磁性饱和等而受到热破坏，通过监视流入低侧端功率

MOS FET的电流来进行过载电流保护。 

当低侧端功率MOS FET流入限制电流 (ILIM) 以上的电流时，过载电流保护电路开始工作，直到低于低侧端电流限制值 
(ILIMDET) 为止，禁止设置高侧端功率MOS FET为ON。当低侧端功率MOS FET流入的电流值降低到ILIMDET以下时，

S-85S1A系列恢复为通常工作。ILIMDET在IC内部固定为270 mA (典型值)，ILIM因所使用的外接元器件的不同而异。 
ILIM、电感器的值 (L)、输入力电压 (VIN)、输出电压 (VOUT) 的关系如下式所示。 

ILIM = ILIMDET + 
1

 2 × L × fSW
 ×  

(VIN − VOUT) × VOUT

 VIN
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8. 自动复归型短路保护功能 (Hiccup控制) 

S-85S1A系列内置了Hiccup控制的自动复归型短路保护功能。 
Hiccup控制是当IC检测出过载电流而停止切换工作后，定期地尝试自动复归的方式。 

 
8. 1  过负载状态被解除时 

<1> 检测过载电流 
<2> 低电压检测电路 (UVP电路) 检测出输出电压 (VOUT) 的降低 
<3> 经过220 μs 
<4> 停止切换工作 (9 ms (典型值) 期间) 
<5> 负载状态被解除 
<6> IC重新启动，软启动功能开始工作 
 此时，不需要从外部输入为了进行重新启动的复位信号 
<7> 经过1.0 ms (典型值) 后，VOUT达到VOUT(S) 

*1. 电感器的电流 
图4 

8. 2  过负载状态持续时 

<1> 检测过载电流 
<2> UVP电路检测出VOUT的降低 
<3> 经过220 μs 
<4> 停止切换工作 (9 ms (典型值) 期间) 
<5> IC重新启动，软启动功能开始工作 
<6> 经过1.25 ms (典型值) 后，过负载状态持续时重复<2>以后的工作 

*1. 电感器的电流 
图5 
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9. 预偏压的软启动功能 

S-85S1A系列内置了预偏压的软启动电路。 
通过重新启动电源，使输出电压 (VOUT) 在残留有电荷的状态下，或在事先已被偏压的状态 (预置偏压状态) 下启动预

偏压的软启动电路时，在软启动电压不超过内部反馈电压期间，切换工作停止，可保持VOUT不变。若软启动电压超过

了内部反馈电压，切换工作重新开始，VOUT会上升到输出电压设定值 (VOUT(S))。因此，被预偏压的VOUT不会降低而达

到VOUT(S)。 
没有预偏压的软启动电路在切换工作开始时，通过放电低侧端功率MOS FET的残留电荷，有可能流入大电流而导致IC
被破坏。有预偏压的软启动电路在切换工作开始时，可以避开大电流来保护IC，并且容易进行应用电路的电源设计。 

 
S-85S1A系列可通过软启动电路使VOUT缓慢上升到VOUT(S)。 
以下的情况，可抑制冲击电流以及VOUT的过冲。 

• 接通电源时 
• EN端子从 "L" 变为 "H" 时 
• UVLO工作解除时 
• 热敏关闭工作解除时 
• 短路复归时 

 
另外，在以下的条件下软启动电路开始工作。 
对EN端子输入 "H"，在经过软启动等待时间 (tSSW) = 1.5 ms (典型值) 后，软启动电路开始工作。软启动时间 (tSS) 设
定为1.0 ms (典型值)。 

• 重新接通电源 (IC重新启动) 时 
• UVLO检测时 (UVLO解除后)  
• 热敏关闭检测时 (热敏关闭解除后) 
• Hiccup控制后 

 

图6 
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 标准电路 

VSS

VIN

PVSS

SW
L

2.2 μH

10 μF

10 μF
CIN

COUT

VIN

+
+

−

VOUT

VOUT

EN

SS

SW纹波生成电路

ON 时间生成电路

误差放大
电路

UVP 电路

反向电流
检测电路

输出控制电路

基准电压电路

软启动电路

热敏关闭电路

UVLO 电路

+
−

+
−

过载电流保护电路

图7 

 
注意 上述连接图以及参数仅供参考，并不作为保证工作的依据。请在进行充分的评价基础上，设定实际应用电路的参数。 
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 外接元器件的选定 
 
各个外接元器件的可以选择的值和推荐值如表9所示。 
CIN、COUT请使用陶瓷电容器。 

 
表9 

项目 输入电容器 (CIN) 输出电容器 (COUT) 电感器 (L) 

可以选择的值 大于或等于2.2 μF 4.7 μF ~ 100 μF 1.5 μH ~ 10 μH 
推荐值 10 μF 10 μF 2.2 μH 

 

1.  输入电容器 (CIN) 

CIN可以降低电源阻抗、使输入电流平均化、提高效率和改善耐噪声特性。请根据使用的电源阻抗来选定电容器。另外，

请考虑使用的电容器的DC偏压特性。 

 

2.  输出电容器 (COUT) 

COUT是为了平滑输出电压而使用的。容量值越大，越能改善负载变动时的过冲、下冲、输出纹波电压。请在实际的使用

状态下进行充分的评价之后，再选定最佳的电容器。 
 

表10 推荐电容器 (CIN、COUT) 一览 (VOUT(S)≤3.3 V时) 

厂家 型号 电容量 耐压 尺寸 (L × W × H) 

Murata Manufacturing Co., Ltd. GRM155R60J106ME15 10 μF 6.3 V 1.0 mm × 0.5 mm × 0.5 mm 

TDK Corporation C1608X5R0J106K080AB 10 μF 6.3 V 1.6 mm × 0.8 mm × 0.8 mm 

Murata Manufacturing Co., Ltd. GRM185R60J106ME15 10 μF 6.3 V 1.6 mm × 0.8 mm × 0.5 mm 

 

表11 推荐电容器 (CIN、COUT) 一览 (VOUT(S)＞3.3 V时) 

厂家 型号 电容量 耐压 尺寸 (L × W × H) 

TDK Corporation C1608X5R0J106K080AB 10 μF 6.3 V 1.6 mm × 0.8 mm × 0.8 mm 

Murata Manufacturing Co., Ltd. GRM185R60J106ME15 10 μF 6.3 V 1.6 mm × 0.8 mm × 0.5 mm 

 

3. 电感器 (L) 

在选用电感器 (L) 时，请注意电感器的容许电流。超过此容许值的电流流入电感器会引起电感器处于磁气饱和状态，明 
显地降低工作效率，也有可能引发因大电流而导致IC被破坏。 
因此，请选用包括过载电流检测时的峰值电流值 (IPK) 在内的不超过此容许电流的电感器。 
如需注重负载响应特性时，请选择2.2 μH等电感值较小的电感器。注重效率时，请选择10 μH等电感值较大的电感器。

IPK可使用以下的公式算出。 

IPK = IOUT  + 
1

 2 × L × fSW
 ×  

(VIN − VOUT) × VOUT

 VIN
 

表12 推荐电感器 (L) 一览 

厂家 型号 电感值 额定电流 尺寸 (L × W × H) 

ALPS ELECTRIC CO., LTD. GLUHK2R201A 2.2 μH 1700 mA 2.0 mm × 1.6 mm × 1.0 mm 
Murata Manufacturing Co., Ltd. DFE201210S-2R2M=P2 2.2 μH 2000 mA 2.0 mm × 1.2 mm × 1.0 mm 
Würth Elektronik GmbH & Co. KG 74438343022 2.2 μH 1100 mA 2.0 mm × 1.6 mm × 1.0 mm 
Murata Manufacturing Co., Ltd. LQM2MPN2R2MGH 2.2 μH 1300 mA 2.0 mm × 1.6 mm × 0.9 mm 
TDK Corporation MLP2016G2R2M 2.2 μH 850 mA 2.0 mm × 1.6 mm × 1.0 mm 
Coilcraft, Inc. PFL2015-222ME 2.2 μH 1050 mA 2.2 mm × 1.45 mm × 1.5 mm
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 基板布局指南 

进行S-85S1A系列的基板布局时，请注意如下的注意事项。 

 
• 请尽量将CIN配置在VIN端子和PVSS端子的附近。 
• 请尽量将VIN格式和GND格式设置得更宽。 
• 为了能充分散热，请对GND格式配置散热孔。 
• 请在从电容器的端子远离3 mm ~ 4 mm左右的位置，配置CIN以及COUT附近的散热孔。 
• SW端子中会流入较大的电流。为了使寄生电容量和放射噪声最小化，请缩小连接SW端子的格式的布线面积。 
• 请不要在IC的下方进行SW端子的格式布线。 

 

 
 

总计尺寸 : 2.0 mm × 4.5 mm = 9.0 mm2 

 
图8 参考基板格式 

 

注意 上述格式图仅供参考，并不作为保证工作的依据。请在进行充分的评价基础上，再决定实际应用电路的格式。 

 

备注 请参阅SNT-6A的焊盘图以及 "SNT封装的应用指南"。 
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 注意事项 
 

• 外接的电容器、电感器等请尽量安装在IC附近，并进行单点接地。 

• 包含了DC-DC控制器的IC，会产生特有的纹波电压和尖峰噪声。另外，在电源投入时会流入冲击电流。这些现象会因所

使用的线圈、电容器以及电源阻抗的不同而受到很大的影响。因此，设计时请在实际的应用电路上进行充分的评价。 

• VIN端子 − VSS端子间所连接的电容为10 μF的电容器为旁路电容器。针对使用在高负载条件下的应用电路，由于备有使

IC内部的电源稳定工作的功能，因此可有效地实现切换工作的稳定。请优先地将旁路电容器安装在IC附近。 

• 本IC虽内置防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。 

• 本IC的容许功耗因安装基板的尺寸、材料等的不同而产生很大的变动。设计时请在实际的应用电路上进行充分的评价。 

• 使用本公司的IC生产产品时，如在其产品中对该IC的使用方法或产品的规格，或因与所进口国对包括本IC产品在内的制品

发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。 
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 各种特性数据 (典型数据) 

1.  主要项目依靠电源特性示例 (Ta = +25°C) 

1. 1  静止时消耗电流 (ISS1) − 输入电压 (VIN) 1. 2  休眠时消耗电流 (ISSS) − 输入电压 (VIN) 
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1. 3  输出电压 (VOUT) − 输入电压 (VIN) 1. 4  输出电压 (VOUT) − 输入电压 (VIN) 

VOUT(S) = 1.2 V     VOUT(S) = 1.8 V 
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1. 5  输出电压 (VOUT) − 输入电压 (VIN)  

VOUT(S) = 2.5 V 
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1. 6  ON时间 (tON) − 输入电压 (VIN) 1. 7  切换频率 (fSW) − 输入电压 (VIN) 

VOUT(S) = 1.8 V     VOUT(S) = 1.8 V 

5.52.0
VIN [V]

tO
N
 [

s]

5.04.54.03.53.02.5

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

 

5.52.0
VIN [V]

fS
W

 [M
H

z]

5.04.54.03.53.02.5

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

 



5.5 V输入、200 mA、静止时电流260 nA的降压、同步整流DC-DC控制器
Rev.1.4_00 S-85S1A系列

 

  17 

 
1. 8  软启动等待时间 (tSSW) − 输入电压 (VIN) 1. 9  软启动时间 (tSS) − 输入电压 (VIN) 
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1. 10  高侧端功率MOS FET导通电阻 (RHFET) − 输入电压 (VIN) 1. 11 低侧端功率MOS FET导通电阻 (RLFET) − 输入电压 (VIN) 
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1. 12  高侧端功率MOS FET泄漏电流 (IHSW) − 输入电压 (VIN) 1. 13 低侧端功率MOS FET泄漏电流 (ILSW) − 输入电压 (VIN) 
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1. 14  高电位输入电压 (VSH) − 输入电压 (VIN) 1. 15  低电位输入电压 (VSL) − 输入电压 (VIN) 
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2. 主要项目温度特性例 (Ta = −40°C ~ +85°C) 

2. 1  静止时消耗电流 (ISS1) − 温度 (Ta) 2. 2  休眠时消耗电流 (ISSS) − 温度 (Ta) 
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2. 3  输出电压 (VOUT) − 温度 (Ta) 2. 4  输出电压 (VOUT) − 温度 (Ta) 

VOUT(S) = 1.2 V            VOUT(S) = 1.8 V 
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2. 5  输出电压 (VOUT) − 温度 (Ta)  

VOUT(S) = 2.5 V 
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2. 6  ON时间 (tON) − 温度 (Ta) 2. 7  切换频率 (fSW) − 温度 (Ta) 
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2. 8  软启动等待时间 (tSSW) − 温度 (Ta) 2. 9  软启动时间 (tSS) − 温度 (Ta) 
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2. 10  高侧端功率MOS FET导通电阻 (RHFET) − 温度 (Ta) 2. 11  低侧端功率MOS FET导通电阻 (RLFET) − 温度 (Ta) 
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2. 12  高侧端功率MOS FET泄漏电流 (IHSW)  − 温度 (Ta) 2. 13  低侧端功率MOS FET泄漏电流 (ILSW) − 温度 (Ta) 
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2. 14  高电位输入电压 (VSH) − 温度 (Ta) 2. 15  低电位输入电压 (VSL) − 温度 (Ta) 
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2. 16  UVLO检测电压 (VUVLO−) − 温度 (Ta) 2. 17  UVLO解除电压 (VUVLO+) − 温度 (Ta) 
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3. 过渡响应特性示例 

在 "3. 过渡响应特性示例" 中，使用了如表13所示的外接元器件。 
 

表13 

元器件 参数 厂家 型号 

电感器 2.2 μH ALPS ELECTRIC CO., LTD. GLUHK2R201A 
输入电容器 10 μF TDK Corporation C1608X5R0J106K 
输出电容器 10 μF TDK Corporation C1608X5R0J106K 

 
3. 1  电源接通 (VOUT = 1.8 V, VIN = 0 V → 3.6 V, Ta = +25°C) 

3. 1. 1  IOUT = 0.1 mA 3. 1. 2  IOUT = 200 mA 
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3. 2  EN端子过渡响应特性 (VOUT = 1.8 V, VIN = 3.6 V, VEN = 0 V → 3.6 V, Ta = +25°C)  

3. 2. 1  IOUT = 0.1 mA 3. 2. 2  IOUT = 200 mA 
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3. 3  电源电压变动 (VOUT = 1.8 V, Ta = +25°C)  

3. 3. 1  IOUT = 0.1 mA 3. 3. 2  IOUT = 200 mA 

 VIN = 3.6 V → 4.2 V → 3.6 V  VIN = 3.6 V → 4.2 V → 3.6 V 
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3. 4  负载变动 (VOUT = 1.8 V, VIN = 3.6 V, Ta = +25°C)  

3. 4. 1  IOUT = 0.1 mA → 10 mA → 0.1 mA 3. 4. 2  IOUT = 0.1 mA → 200 mA → 0.1 mA 
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 参考数据 

在 " 参考数据" 中，使用了如表14所示的外接元器件。 

 
表14 

条件 电感器 (L) 输入电容器 (CIN) 输出电容器 (COUT) 

<1> 
GLUHK2R201A (2.2 μH) 
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 

C1005X5R0J106M (10 μF)
TDK Corporation 

C1005X5R0J106M (10 μF)
TDK Corporation 

<2> 
DFE201210S (2.2 μH) 
Toko Ink. 

C1005X5R0J106M (10 μF)
TDK Corporation 

C1005X5R0J106M (10 μF)
TDK Corporation 

 

1. VOUT = 1.2 V (外接元器件 : 条件<1>) 

1. 1  效率 (η) − 输出电流 (IOUT) 1. 2  输出电压 (VOUT) − 输出电流 (IOUT) 
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2. VOUT = 1.8 V (外接元器件 : 条件<1>) 

2. 1  效率 (η) − 输出电流 (IOUT) 2. 2  输出电压 (VOUT) − 输出电流 (IOUT) 
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3. VOUT = 1.2 V (外接元器件 : 条件<2>) 

3. 1 效率 (η) − 输出电流 (IOUT) 3. 2  输出电压 (VOUT) − 输出电流 (IOUT) 
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4. VOUT = 1.8 V (外接元器件 : 条件<2>) 

4. 1  效率 (η) − 输出电流 (IOUT) 4. 2  输出电压 (VOUT) − 输出电流 (IOUT) 

 
[%

]

IOUT [mA]
0.01 0.1 10.001 10010

0

100

80

60

40

20

VIN = 3.6 V

VIN = 5.5 V

 

V
O

U
T 

[V
]

IOUT [mA]
0.01 0.1 10.001 10010

1.5

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6
VIN = 3.6 V

VIN = 5.5 V

 
 



5.5 V输入、200 mA、静止时电流260 nA的降压、同步整流DC-DC控制器 
S-85S1A系列 Rev.1.4_00

 

24  

 Power Dissipation 
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 Board Power Dissipation (PD)   

 A 0.45 W   

 B 0.57 W   

 C −   

 D −   

 E −   

 



(1)

1
2
3
4

(2)

1
2
3
4

Board B

Item Specification

Thermal via -

Material FR-4
Number of copper foil layer 4

Copper foil layer [mm]

Land pattern and wiring for testing: t0.070
74.2 x 74.2 x t0.035
74.2 x 74.2 x t0.035
74.2 x 74.2 x t0.070

Size [mm] 114.3 x 76.2 x t1.6

2

Copper foil layer [mm]

Land pattern and wiring for testing: t0.070
-
-

74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via -

Material FR-4

Board A

Item Specification
Size [mm] 114.3 x 76.2 x t1.6

Number of copper foil layer

IC Mount Area

SNT-6A  Test Board

No. SNT6A-A-Board-SD-1.0

ABLIC Inc.
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能未经预告而更改。 

2. 本资料记载的电路示例和使用方法仅供参考，并非保证批量生产的设计。使用本资料的信息后，发生并非因本资料记载

的产品 (以下称本产品) 而造成的损害，或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况，本公司对此概不承担任何责任。 
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